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Abstract　The cracking source is the key and core in molecular beam epitaxy (MBE) equipment and surface
treatment  equipment.  At  present,  it  has  been  widely  used  in  the  compound  semiconductor  chip  manufacturing
industry.  As  the  requirements  for  semiconductor  performance  gradually  increase,  semiconductor  manufacturing
equipment  also  needs  continuous  development.  For  thermal  cracking  sources  with  catalytic  effects,  due  to  the
complex  internal  flow  pattern  distribution  and  the  presence  of  wall-catalyzed  chemical  reactions,  the  Direct
Simulation  Monte  Carlo  (DSMC)  method  is  applied  for  simulation  and  structural  optimization.  Taking
arsenic/phosphorus  (solid)  and  hydrogen  (gas)  thermal  cracking  sources  as  an  example,  this  paper  introduces  the
basic structure and principle of cracking sources, as well as their simulation methods.
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摘要　裂解源是分子束外延设备（MBE）及表面处理设备中的关键及核心，目前其以广泛应用于化合物半导体芯片制造

行业。随着对半导体性能的要求逐步提高，半导体制造设备也需要不断发展。对于具有催化作用的热裂解源，由于其内部复

杂流态的分布以及存在壁面催化化学反应，应用直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）进行模拟及结构优化。文章以砷/磷（固体），

氢（气体）热裂解源为例，介绍了裂解源的基本构造和原理，以及其模拟方法。
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随着化合物半导体芯片市场飞速发展，对于半

导体制造的设备需求也越来越高。裂解源常应用

于分子束外延（MBE，Molecular Beam Epitaxy）设备

中生长薄膜或端面清洗。裂解源作为 MBE设备中

的关键核心和技术难点，由于其内部的结构以及存

在非均相化学反应的影响，有必要对其内部气体裂

解过程进行数值模拟计算。本文主要介绍具有催

化作用的热裂解源，其分为气体裂解源和固体裂解

源。在裂解源的催化裂解过程中分子自由程较大，

基于 Navier-Stokes方程的连续体方法并不适用，对

处于过渡流和分子流的流动，直接模拟蒙特卡洛方

法（DSMC，Direct Simulation Monte Carlo）是最有效

的动力学方法。 

1　裂解源的结构和基本原理 

1.1　气体裂解源

气体裂解源通常包括氢、氧、氮等气体裂解源，

其中氮源通常为射频等离子裂解源。本文以氢裂

解源为例介绍气体裂解源。原子氢多用于衬底表

面的低温处理，比如去除 GaAs、InP衬底上的碳污

染（200℃）和氧污染（400℃），以提高MBE外延品质；

原子氢还用于辅助 MBE外延，比如原子氢增强的
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GaAs MBE外延[1-5]。氢原子主要是由等离子体或热

表面的氢气解离产生，而通过热裂解的方式可以提

供无任何离子或激发态分子的氢原子。如图 1所示，

这是一个典型的钨灯丝热裂解原子氢源和毛细管

热裂解原子氢源工作原理图。
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图1　氢气的典型裂解源及毛细管裂解源工作原理

Fig. 1　Working principles of typical hydrogen cracking sources

and capillary cracking sources
 

典型裂解源适用于大流量工业用气源，氢气通

过流导很小的管路后再进入装有热丝的裂解腔，经

过热钨丝的催化及加热实现氢气裂解，具有束流量

大、无高能离子电子的特点。但其束流准直性差，

裂解效率较低，在 45 W热丝达到 2000℃ 时通常在

40% 左右；而毛细管热裂解源是将氢气通过流导极

小的热毛细钨管，氢气在钨壁上发生裂解。如图 2
所示，小流量科研用氢裂解源具有裂解效率高，束

流准直性好，无高能离子电子的优点 [6-8]；缺点是不

适合半导体工业需要的大尺寸衬底处理高均匀性

和高通量的需求，提高气量后裂解效率快速衰减，

同时采用金属毛细管还存在金属蒸气污染的风险。

源的强度可以通过氢气流量和加热功率控制，

通常气体流量由泄漏阀或质量流量调节控制器。

加热功率决定了毛细管的温度，细长的钨毛细管最

高工作温度为 2100℃，通常工作气流在 0.1 sccm以内。 

1.2　固体裂解源的基本原理和结构

带阀固体裂解源如图 3，通常包括砷、磷、铯、

锢、锑、硫、汞固体裂解源等，本节以砷裂解源为例。

GaAs是制作发光二极管、激光二极管、光电探测器

等光电器件的关键材料，广泛应用于照明、通信、显

示等领域。As在 GaAs中属于基质元素，与 Ga共

同形成晶格。通过 MBE技术，可以实现对砷化镓

的精确掺杂，从而控制半导体的电子性质[9-12]。在不

同的半导体材料之间可以生长异质结构，如在 GaAs
上生长 InGaAs层使用 As2 而非 As4 可以减少由于点

缺陷造成的深层能级浓度[13-17]，并减少材料中由于

缺陷而产生的束缚激子对光致发光光谱的影响。这

在制造高性能的光电器件和高频器件中非常重要。
  

图3　带阀门的固体裂解源

Fig. 3　Solid cracking source with valve
 

带阀门的砷裂解源如图 4所示，由三个主要部

分组成：储液罐、隔离阀和裂解腔。固体砷通过法

兰端口加载到储层坩埚中，储层外部用循环水冷却，

以便有效散热。坩埚加热后固体砷变为砷蒸汽，通

过可控制的隔离阀进入钽丝电阻加热的进料管和

裂解腔。裂解阶段产生开裂的砷二聚体，并经过几

何形状优化的扩散器在衬底上提供均匀的通量。 

2　热丝/板材料对分子裂解的影响 

2.1　氢源热丝

Otsuka T 等 [18] 研究了热钽和钨丝对氢分子的
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图2　毛细管热裂解原子氢源

Fig. 2　Capillary thermal atomic hydrogen cracking source
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解离作用。实验确定了在 2000℃、2300℃ 和 2500℃
的热丝温度和 0.5至 100 Torr的 H2 压力下，热钽和

钨丝解离 H2 所需的电能。在高压区域，气体相中

H2 和 H符合热力学平衡。随着压力的降低，H2 的

解离从热力学平衡控制转变为表面反应速率控制。

通过 Arrhenius图（图 5，图 6），确定了在钽丝上 H2

解离的活化能为 21.3 kJ/mol，在钨丝上为 22.9 kJ/mol，
表明热钨丝上 H2 的解离概率很大且优于钽丝。反

应概率在表面反应速率控制下，在钽上为 0.16 ~
0.62，在钨上为 0.18 ~ 0.94。
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图5　氢在钨丝的活化能及反应概率[18]

Fig. 5　Activation  energy  and  reaction  probability  of  hydrogen

in tungsten wire[18] 

2.2　砷源热板

Lee R L等[19] 研究了不同材料对分子束外延中

砷裂解炉裂解效率的影响。文章讨论了三种获得

As2 的方法：GaAs蒸发、砷化氢的热分解和 As4 的
裂解。As4 的裂解方法最为适合，并研究比较了四

种不同的裂解挡板材料—石墨、钽、硼氮化物（PBN）

和钼对于裂解后相对丰度的影响，如图 7结果显示

不同的挡板材料对裂解效率有明显影响。

对于石墨、钼和 PBN，高温下更有利于 As4 的
分解，其中 PBN挡板效果最差。而对于钽挡板，存

在一个最佳温度窗口，在 850℃ 以上二聚体含量会

下降。通过使用残余气体分析仪测量裂解炉的束

流组成，发现石墨挡板在高温下提供了最高的二聚

体通量。除了钽之外，其他材料在高温下都达到了

各自的二聚体/四聚体组成比率的渐近值，这些值低

于平衡极限，表明裂解反应受动力学限制，钽挡板

的特殊情况可能是由于高温下砷与钽的反应所致。 

3　模拟方法 

3.1　DSMC 方法

直接仿真蒙特卡洛方法[20-23] 通过构建分子动力

学的统计计算模型实现对稀薄气体流动的高效模

拟。该方法采用有限数量仿真粒子表征气体分子

的群体动力学行为，其核心算法通过解耦迁移运动
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图4　带阀门的砷固体裂解源结构

Fig. 4　Structure of arsenic solid cracking source with valve
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图6　氢在钽丝的活化能及反应概率[18]

Fig. 6　Activation  energy  and  reaction  probability  of  hydrogen

in tantalum wire[18]
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与碰撞作用两个物理过程来降低计算维度。在离

散时间步长框架下，系统首先对所有仿真粒子实施

匀速直线运动的坐标更新，并通过边界条件约束处

理粒子与计算域固壁的相互作用；随后采用概率密

度函数建立局部网格单元内的分子碰撞抽样准则，

以蒙特卡洛接受-拒绝机制替代传统的确定性力学

追踪，从而显著减少碰撞计算的时间复杂度。在非

平衡态向准稳态演化的过程中，该方法通过时空耦

合的统计采样技术，将仿真粒子的微观运动特征（如

速度分布、内能状态）映射至宏观流动参数，最终获

得包括温度梯度场、压强分布场等在内的全域气体

动力学特征。这种基于分子混沌假设与分步确定

性求解的策略，使得算法整体计算效率优化至线性

复杂度，为航天器再入大气层、微机电系统流场分

析等复杂工况提供了有效的数值模拟工具。

计算中 DSMC方法基于将粒子的连续运动及

其碰撞分成两个连续阶段：

1）所有粒子移动到由它们的速度和时间步长

Δt 确定的距离。如果粒子穿过边界曲面，则直接进

入无限边界真空环境不再反弹回来。

2）模拟对应于时间间隔 Δt的粒子碰撞，粒子碰

撞后得到的速度代替了碰撞前的速度。

物理空间的模拟体积被划分为若干单元。在

每个单元中模拟一定数量粒子的运动和碰撞。时

间以时间步长 Δt 离散地变化，与粒子碰撞之间的平

均时间相比，时间步长 Δt 较小。在每个时间步长内，

对计算气流宏观参数（密度、速度、温度、压力）所

需的信息进行采样。 

3.2　化学反应模型

总能碰撞（TCE，total collision energy）模型[24] 是

最为广泛使用的一种。该化学反应建模框架基于

分子碰撞能量传递理论，通过离散数学重构方法将

Arrhenius连续速率控制方程映射为概率型反应截

面函数，其核心转换需以各反应的速率系数实验数

据作为本征参数。当前 DSMC化学动力学模型的

发展呈现基础模型有限但深化应用活跃的特征：尽

管通用型全局反应截面模型体系发展相对滞后，但

在精细反应流模拟方向已涌现出多项创新性解决

方案。典型的高精度计算方法采用准经典轨迹

（QCT，Quasi-Classical Trajectory）理论的量子态分辨

计算数据，或基于态−态（state-to-state）碰撞截面实测

数据建立反应截面的概率分布函数，这类直接根于

分子碰撞量子态演化的模型架构提升了振动弛豫、

解离重组等非平衡过程的模拟保真度。Bird G A[25]

于 2011年提出了一种全新的化学反应模型：量子−
动理学（Q-K，quantum kinetic）模型以分子振动量子
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图7　不同热板材料的裂解炉中 As2 和 As4 的相对丰度[19]

Fig. 7　Relative abundance of As2 and As4 in cracking furnaces with different hot plate materials
[19]
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能态演化为基础，通过构建量子态跃迁概率矩阵直

接预测化学反应路径，摆脱传统宏观速率方程与热

力学平衡假设的双重约束。其核心架构包含两大

创新模块：利用量子化振动能级分布计算化学键断

裂/重组概率，以及基于量子态分辨的抽样算法确定

反触发逻辑。此类量子特性显式建模方法，使该模

型在高温离解反应、激波诱导非平衡流等存在显著

振动−平动能量松弛的应用场景中，较传统模型具

备更精确的微观反应动力学描述能力。量子振动

模型的引入为发展更加接近真实的物理的程序开

辟了道路，当碰撞后振动能级是解离能级时，解离

反应自然发生。

Q-K模型基于量子振动理论框架，采用简谐振

子近似构建非平衡能态演变方程。在振动能弛豫

机制处理中，通过引入量子碰撞温度实现对平动温

度分量与振动弛豫特征时间的耦合建模，可直接导

出松弛碰撞数这一关键动力学参数。计算表明：当

双分子体系的振动叠加态满足阈值条件时，松弛碰

撞数将决定振动量子态能量向平动模式传递的概

率加权系数，最终驱动系统达到统计平衡态[26]。量

子碰撞温度可写为：

Tcoll =
imaxθv

7/2−ω （1）

ω式中 imax 为碰撞分子对所具有的最大能级， 为气体

黏性系数中的温度指数。采用量子碰撞温度 Tcoll 定

义振动松弛碰撞数如下[27]：

Zv =

(
θd

Tcoll

)ω[
Zref

(
θd

Tref

)−ω]( θd
Tcoll

)− 1
3 −1

/( θd
Tt ref

)− 1
3 −1


（2）

其中，Zref 为参考温度 Tref 下的振动松弛碰撞数，该

松弛碰撞数可通过 TCE模型中求解振动碰撞数的

方式获得[28]：

Zref =

(
C1

Tωref

)
exp

(
C2T −

1
3

ref

)
（3）

参考温度 Tref 通常用振动特征温度表示，式 3
中 C1 和 C2 为常数。在 Q-K模型中，离解反应的化

学过程通过量化振动能级跃迁概率与键能的匹配

关系进行建模，其处理方法可概括为以下几个方面。

⇌

离解反应的触发机制可表述为：当碰撞能量超

过分子键解离阈值对应的振动能级时发生分子断

裂。以反应式 AB + T   A + B + T为例，其中 AB
为离解分子，T为引发能量转移的第三体碰撞粒子，

A和 B则为离解过程中生成的自由基产物。碰撞

后的最大振动能级 imax 由式（4）确定[29-30]：

imax =

⌊
Ec

kθv

⌋
（4）

⌊...⌋
θv

EC = εv,AB+T+εv,AB

式中 表示截断取整，Ec 是碰撞分子对的碰撞能，

为分子振动特征温度，k 为 Boltzmann常数。在分

子碰撞动力学框架下，总有效碰撞能可表述为反应

体系内碰撞对的相对运动平动能与分子 AB初始振

动态能量之和，其数学表征为： ，解

离的判断条件为：

imax > θd/θv （5）
θd为分子 AB的特征离解温度。Q-K模型对于

高温高速运动的粒子计算较为精准，化学反应发生

在二体碰撞时，多用于航天返回舱与大气摩擦气体

分解的计算，Q-K模型的量子振动分解判定机理对

于裂解源的高温裂解也同样适用。

Mankelevich YA等[31] 研究了双原子分子（H2, N2,
O2）在金属热丝（HF，Hot Filament）表面上的解离过

程，并提出了一个统一的两步反应机制。在统一的

两步反应机制框架内，通过对金属热丝表面的气体

温度和选定物质浓度分布的联合实验进行模拟研

究，从理论上研究了双原子分子（H2，N2，O2）的解离。

S∗+X2↔ SX+X
SX↔ X+S∗+X

（6）

同核双原子物质 X2（H2 ，N2）在热丝表面上的催

化解离。该机制涉及四个“有效”反应：裸金属表面

位置 S*的分子解离（反应 1），X在金属 SX处提取原

子生成分子（反应-1），从 SX表面位置 X原子解吸

（反应 2）和 X加到自由 S*位置（反应-2）。
在任何特定的平衡条件下，稳态 [S*]和 [SX]， [S*]

和 [SX]的净产量/损失率应为零。{(r1−r−1)−(r2−r−2)}= 0。
有效反应 1，−1和 2，−2的速率 Ri 的不平衡决定了

热丝表面 X原子的净非均相生成速率（催化源项 Q，

单位为 cm−2 s−1）：
Q = 2(R1−R−1) = 2(R2−R−2)

= 2(K2[SX]−K−2[X][S∗])

=
2[S0]

(
k2k1[X2]− k−2k−1[X]2)

(k2+ (k−1+ k−2) [X]+ k1[X2])

（7）

式中的 [X]和 [X2]分别为紧邻热丝表面的浓度即

[X(d = 0)]和 [X2(d = 0)]， [S0]为单位面积表面总位

点密度，即 [S0] = [SX] + [S
*]。

Plotnikov M等[32] 依据 Mankelevich YA等[31] 提
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出的模型，提出了一种新的 DSMC算法，该算法包

含了一个两步氢气解离模型，并提出了一种在

DSMC方法框架内模拟异质反应的新技术，其中反

应速率常数依赖于气体和表面温度。两步模型考

虑了四个反应过程，包括氢气分子在金属表面上的

解离和复合，以及氢原子的吸附和脱附。在该模型

中,氢分子解离的概率与金属表面活性位点的占用

相关。气相粒子（不参与化学反应）与表面相互作用

时的动量和能量交换过程使用具有调节系数 α 的镜

面漫反射模型来描述（AC2模型）。因此，粒子从表

面漫射反射，其动量和能量完全适应的概率为 α，或
以 1-α 的概率镜面反射（Baule公式，AC2模型）。

α = 2.4
m/M

(1+m/M)2 （8）

这里 m 是气相粒子的质量，M 是表面原子的质

量。根据表面点位分子的类型用公式确定调节系

数的值。如果粒子与自由表面点发生碰撞，则用钽

原子的质量作为表面原子的质量。如果粒子与已

占据的位置相撞，那么质量使用占据点位的分子或

原子的质量。此种壁面碰撞模型称为AC3混合模型。

如果一个氢气分子碰到一个空的活性位点，则

估计其吸附并解离的概率：

s = 2
√
πAθr

(mHx

2k

) 1
2

exp
(
− E

kT

)
（9）

θr其中 A 为表面积， 为空位数，mHx 为粒子质量，k 为

反应速率系数，E 为反应活化能。其中一个氢原子

返回气相，从表面反射出充分的动量和能量，而其

余则吸附在自由表面上。吸附氢原子的寿命从指

数分布中采样：

t = − ln (r)
k

（10）

在这段时间结束时，原子回到气相。在 DSMC
算法的每个时间步，选择寿命结束的吸附原子。然

后计算这些原子的速度，并考虑到时间步长的其余

部分来执行它们的运动。

研究以加热的无限长钽丝置于氢气氛围中为

例进行了算法验证，二维模型如图 8。几何模型为

直径 3 mm的无限长圆柱钽丝，计算域从丝表面延

伸至外边界间距 2 mm，外边界压力设定为 5−
50 Torr并依压力梯度对应温度 965–1690 K。网格

采用径向非均匀划分，近壁面网格尺寸为平均自由

程的四分之一（L≈0.004–0.02 cm，Knudsen数范围

0.004–0.02）；分子相互作用采用变软球（VSS）模型，

能量交换通过 Larsen-Bognakke模型处理；表面催化

反应采用两步模型，活性位点密度基于钽晶格常数

确定为 9.183×1014 cm−2，反应速率常数遵循阿伦尼

乌斯公式，其中离解反应（S* + H2→SH + H）反应速

率系数为 3.08×10−12 T1/2 cm3/s、活化能 1.442×10−19 J；
蒙特卡洛算法时间步长取为 10−9−10−8 s，采样次数

达 105−106 次以确保统计收敛，初始条件外边界分

子氢密由理想气体定律计算，原子氢密度依据实验

数据插值表获取；表面相互作用通过自由位点采用

Baule公式适应系数，占据位点使用固定值的 AC3
混合模型差异化处理碰撞事件，并引入 490 K的温

跃值修正离解速率预指数因子，最终构建了涵盖稀

薄效应、表面覆盖度动态及温度梯度的多尺度耦合

模型框架。模型的一个显著特点是随着压力的增

加，产生的原子氢数量会逐渐停止增加，这也是实

验中观察到的现象。氢气解离的概率随着压力的

增加而降低，这是由于金属表面上活性位点的占用

率增加。
 
 

Image of Fig. 1

R1

ØD

p0, T0

图8　无限长钽丝置于氢气的二维模型

Fig. 8　Two dimensional model of infinitely long tantalum wire

placed in hydrogen gas
 

分子氢在近壁区的数密度随离解反应显著下

降，如图 9（a），表面 2 mm区域内原子氢密度从

6×1015 cm−3 递减至边界条件预设值 1.64×1015 cm−3，

距离热钽丝表面较远的区域，原子氢的密度降低主

要由其沿半径方向的扩散过程驱动；气体平动温度

在表面附近趋近钽丝温度 Tw=2440 K，但受外边界

温度约束 T0=1390 K，离表面 0.5 mm处 H2 与 H的

温度快速均衡至约 1950 K，如图 9（b），其中径向温

度分量 Tr 因高碰撞率在近壁区微高于切向分量，如

图 9（c）；催化原子源功率 Q 随 Tw 呈指数增长 2200 K
至 2600 K时 Q 提升 10倍，但高压下受吸附位饱和
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θ→1限制产生增长瓶颈如图 10（b）、图 11（b）；表面

覆盖度 θ 随 Tw 升高因吸附原子寿命缩短而显著降

低 Tw=2400 K时 θ≈0.6，如图 10（a），随压力增加因

活性位快速填充趋近饱和 p0=50 Torr时，θ>0.95如

图 11（a）；对比表明，经典镜漫反射模型（AC1）因高

能粒子占比过高导致近壁气体温度虚高 Tgas≈2250 K，

如图 10 d，由 Baule公式（8）计算的调节系数是第二

种选择（AC2）。而混合相互作用模型（AC3）通过处

理自由/占据位点碰撞，适应系数分别取 Baule值/固
定值更吻合实验结果，揭示 DSMC在捕捉稀薄效应

分子返流、动态吸附平衡与温度梯度耦合机制上的

独特优势。

数值实验结果表明气体温度、表面活性位点的

占用度以及异质反应的模拟方法对催化源功率有

显著影响。气体温度升高直接增强反应动力学速

率，但同时通过热泳效应改变近壁面氢原子分布，

导致反应物浓度场的空间重构。表面活性位点占

用度呈现非线性调控特征，低占用度状态下反应速

率受游离位点数量主导，而高占用度时吸附物种的

动态平衡制约反应进程。异质反应模拟方法的算

法选择则体现多尺度特征：微观概率模型的能量层

级分离气体温度控制前因子，表面温度主导活化能；

位点状态分类反射，游离态与吸附态碰撞差异；以

及动态调节系数基于质量差的多态传能模型的优

化，显著改善了催化源功率的预测精度。
 

4　总结与展望

本文以氢、砷裂解源为例介绍了其基本原理及

各自的特点，研究不同材料对砷裂解效率的影响，

如石墨、钼和 PBN 在高温下更有利于分解，钽挡板

存在最佳温度窗口。介绍了基于量子振动的 Q-K
模型及双原子分子在金属热丝表面的解离过程及
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图9　模拟数据。（a）数量密度的空间分布（b）平移温度（c）以及沿着氢原子（有标记的线）和氢分子（无标记的线）方向的温度

Tw = 2440 K，p0 = 20 Torr，α = 0.414。Rw 是圆柱的半径[32]

Fig. 9　Simulation data. (a) The spatial distribution of quantity density (b), translational temperature (c), and temperature along the di-

rection of hydrogen atoms (labeled lines) and hydrogen molecules (unlabeled lines). Tw=2440 K, p0=20 Torr, α=0.414. Rw is the

radius of the cylinder [32]

第　5　期 于广琛 等：热裂解源应用及模拟的研究进展 355



 

0.7

Q, cm−2S−1

T, Kn0, cm−3

Tw, K Tw, K

Θ

0.6

1.4E+20

1.2E+20

1.0E+20

8.0E+19

6.0E+19

4.0E+19

2.0E+19

1.6E+16

1.4E+16

1.2E+16

1.0E+16

8.0E+15

6.0E+15

4.0E+15

0.5

0.4

0.3
2200 2300 2300 2500 2600

Tw, K2200 2300 2300 2500 2600 Tw, K2200 2300 2300 2500 2600

2200

2400

2200

2000

1800

1600

2300 2300 2500 2600

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

(a) (b)

(c) (d)

1–工作数据[33]；2-使用 AC1调节系数计算；3-使用 AC2调节系数计算；4-使用 AC3调节系数计算；5-使用 AC3调节系数和反应速率常数进行计

算；6-使用 AC3调节系数和修正后的反应速率常数进行计算[32]

1 – data from the work [33]; 2 - calculation using AC1 accommodation coefficient; 3 - calculation using AC2 accommodation coefficient; 4 - calculation
using AC3 accommodation coefficient; 5 - calculation using AC3 accommodation coefficient and reactionrate constant; 6 - calculation using

AC3 accommodation coefficient and revised reaction rate constant[32]

图10　温度的影响（a）占据度，（b）催化源功率，（c）表面附近原子氢的密度，（d）表面附近原子氢的温度

Fig. 10　Effect of temperature on (a) the occupation degree, (b) the catalytic source power, (c) the density of atomic hydrogen near the

surface, (d)and the temperature of atomic hydrogen near the surface
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图11　压力的影响（a）占据度，（b）催化源功率

Fig. 11　Effect of pressure on (a) the occupation degree, (b) and the catalytic source power
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相关反应机制，包括统一的两步反应机制和新的

DSMC 算法。该算法包含两步氢气解离模型及模

拟异质反应的新技术，考虑氢气分子在金属表面的

解离、复合、氢原子的吸附和脱附等过程，描述气相

粒子与表面相互作用时的动量和能量交换过程。

随着化合物半导体芯片制造行业的发展，对裂

解源的性能要求会不断提高。未来研究可进一步

优化裂解源的结构设计，提高裂解效率和束流质量；

深入研究不同材料和工艺条件对裂解过程的影响，

开发更高效的模拟方法和模型，以更好地理解和控

制裂解源内部的复杂物理化学过程，满足半导体制

设备不断发展的需求。
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